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第３章には、GGG(111)基板と GGG(100)基板上に、Ga 量を変えた NBIGG 薄膜を MOD
法によって成膜して、その磁気特性と磁気異方性について調べた結果について述べた。
NBIGG 薄膜の磁気異方性は、基板の面方位と Ga 量によって制御できることが分かった。
磁気異方性の変化は、主に Fe3+が Ga3+と置き換わることによる飽和磁化の減少に伴う形
状磁気異方性の減少によることが明らかとなった。有効磁気異方性 Keff から形状磁気異方
性を除いた磁気異方性 Ku は、GGG(111)基板と GGG(100)基板上に成膜したどちらの
NBIGG 薄膜でも垂直磁気異方性を示し、この原因として薄膜と基板の熱膨張係数の差に
よる熱応力によることが示唆された。また、NBIGG 薄膜は、優れた磁気光学特性を示し、






第４章では、圧電素子 PZT によって NBIGG 薄膜に応力を印加して磁気異方性の制御を
試みた内容について述べた。カー効果顕微鏡による観察の結果、PZT と試料の接着の際に
生じたと思われる残留応力によって、磁界を印加した際に異なる磁区挙動を示す領域が観








成膜した NBIGG 薄膜が前者に相当し、GGG(100)基板上の NBIGG 薄膜が後者に相当する
と推測した。この結果に基づいて、MOD 法によって GGG 基板上に成膜した NBIGG 薄膜
を電圧制御 MO-SLM へ応用する場合の磁化制御方法について提案した。  
3D ディスプレイに使用される MO-SLM では、0.1~0.14°程度の回転角において肉眼で
観察できる再生像が得られており、本研究により示された大きなファラデー回転角と、基
板方位と Ga 添加、ならびに、圧電素子による磁気異方性の制御の結果は、MOD 法によっ
て得られた NBIGG 薄膜の逆磁歪効果を利用した電圧制御 MO-SLM への応用可能性を示
すものであった。  
 
